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Die Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefuhrt. 
Zur Aufierung wird eine Frist von 

vier Monat(en) 

gewahrt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt. 

Fur Unterlagen, die der AuBerung gegebenenfalls beigefugt werden (z.B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentanspruche. 
Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blattern erforderlich. Die Aufierung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertigung benotigt. 

Werden die Beschreibung, die Patentanspruche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmelder, 
sofern die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Etnzelnen anzugeben, an welcher 
Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprunglichen Unterlagen offenbart sind. 

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung 
gilt diese auch fur das weitere Verfahren): 



Hinweis auf die Moglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung 

Der Anmelder einer mil Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, 
die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der fruheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese 
Abzweigung {§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf yon 2 Monaten nach dem Ende des Monats mdglich, in dem die 
Patentanmeldung durch rechtskrSftige Zuruckweisung, freiwillige Rucknahme oder Rucknahmefiktion erledigt. ein Einspruchsverfahren 
abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist fOr die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. 
Ausfuhriiche Infonnationen uber die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschlteGlich der Abzweigung, enthait das Merkblatt ftir 
Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinfomnatlonszentren erhaitlich ist. 
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1) DE 198 298 64 A1 

2) US 5 935 764 A 

Der Prufung liegen die ursprunglich eingereichten Unterlagen zugrunde, die am 
2. August 2001 offengelegt wurden. 

Aus 1), vgl. dazu insbesondere die Figuren 1 und 2 a mit jeweiliger Beschreibung, ist eine 
Halbleitervorrichtung mit einer Testmarkierung mit einem Halbleitersubstrat (1) und einer 
erste Isolationsschicht (2) die auf dem Halbleitersubstrat (1) gebildet ist, einer zweiten Isola- 
tionsschicht (3), die auf der ersten Isolationsschicht (2) gebildet ist, bekannt. Da die erste 
Schicht (2) eine BPSG-Schicht ist, welche fur ihr hohes Fliesvermogen in der Halbleitertech- 
nik bekannt ist, und die zweite Isolationsschicht eine normale Siliziumoxidschicht ist, besitzt 
diese ein niedrigeres FlielXvermogen als die erste Isolationsschicht (2) bei einer erhohten 
Temperatur. Des weitern ist bekannt, dass diese Halbleitervorrichtung einen Graben (5) 
aufweist, der in der ersten und der zweiten Isolationsschicht (2,3) gebildet ist und die Ober- 
flache des Halbleitersubstrats freilegt, wobei der horizontale Querschnitt des Grabens im 
wesentlichen in der Konfiguration rechteckig ist. 

Jedoch befindet sich die Metallschicht (6) auf der zweiten Isolationsschicht. 
Aus 2), vgl. dazu insbesondere Fig. 3 I mit dazugehoriger Beschreibung, ist ebenfalls eine 
Halbleitervorrichtung mit einer Testmarkierung mit einem Halbleitersubstrat (101) und einer 
erste Isolationsschicht (102) die auf dem Halbleitersubstrat (101) gebildet ist, einer zweiten 
Isolationsschicht (106), die auf der ersten Isolationsschicht (102) gebildet ist, bekannt. 
Des weitern ist bekannt, dass diese Halbleitervorrichtung einen Graben (108 A) aufweist, der 
nur in der zweiten Isolationsschicht (106) gebildet ist, wobei der horizontale Querschnitt des 
Grabens im wesentlichen in der Konfiguration rechteckig und sich eine leitfahige Schicht 
(105), welche auch eine Metallschicht sein kann (vgl. dazu Sp. 4, Z. 46 - 54) auf der zweiten 
Isolationsschicht (106), befindet. 

Der genannte Stand der Technik stunde jedoch einem entsprechend abgegrenzten An- 
spruch 1 nicht patenthindernd entgegen. 
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Die Anmelderin moge einen entsprechenden Anspruch 1 einreichen. 

Gleichzeitig wird anheimgestellt, die Beschreibung entsprechend an den dann geltend ge- 
machten Anspruch 1 anzupassen, wobei der aus 1) und 2) bekannte Stand der Technik in 
die Beschreibung aufzunehmen ist. 

Im Anspruch 5 ist unklar, was mit einer „delta-f6rmigen Schicht" gemeint ist. Wahrscheinlich 
sollte as sich dabei, wie aus der Fig. 9 ersichtlich, um eine „dreieck-f6rmige" Schicht han- 
deln. 

Der Anspruch 6 ist unklar, da zum einen die Metallschjcht (6) keine weitere au(iere Metall- 
schicht ist, sondern nur die Metallschichten (16, 26). Zum anderen ist unklar, was mit der 
Formuiierung „Ecken des Grabens durch die Metallschicht" gemeint ist. 

Im Anspruch 7 ist unklar, wo sich genau die Metallschicht (5) befindet. 

Im Anspruch 8 ist unklar, was unter „einer Mehrzahl von zylindrischen Metallschichten" ge- 
meint ist. 

Die Anspruche 5 bis 8 sind deshalb nicht gewahrbar. 

Mit diesen Unterlagen kann die Erteilung eines Patents auf den AG nicht in Aussicht gestellt 
werden. 

Prufungsstelle fur Klasse H 01 L 
Dipl. Phys. Huber M. 
Hausruf: 2622 

Aniage: 

Abl. von 2 Entgegenhaltungen, zweifach 
N 
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Abstract: 

DE 19829864 Al 



NOVELTY A second conductive film (8b) covers the surface of the BPSG fihn (7b) on the first 
conductive film (6b). 

DETAILED DESCRIPTION The maximum size of the aperture in the marking aperture section 
(5) is at least equal to twice the thickness sum of the first conductive and the BPSG films. The 
marking aperture section preferably consists of a single microaperture pattern, or a set of several 
such patterns. With the above mentioned deposition structure of the three films, the second 
conductive film is of cylindrical shape, surroimding the periphery of the first one and extending 
vertically. Independent claims specify the manufactxuing process. 

USE For highly integrated DRAM with microminiaturised memory cells. 



ADVANTAGE No conductive side wall, causing yield drop, in forming adjusting mark for 
DRAM cylindrical capacitor. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) The figure presents cross-section of module part. 

Second conductive film (8b) 

BPSG film (7b) 

first conductive fibn (6b) 

marking aperture section. (5) 
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